













0 50 100 150 200 250
60 keV (Dose: 6.5e13) 
30 keV (Dose: 3.5e13)





























A selective area doping technology is required for making high performance GaN devices.  
Usually,ion implantation is used as a method of the selective area doping, but formation of the p-type 
conductive layer by ion implantation has been difficult for GaN. Mg-ion implanted layers in 
n--GaN on a high quality free-standing GaN substrate show p-type conduction after high 
temperature annealing at 1230°C,but Implanted layer consisted of uniform p-type crystalline area 










Si では、イオン注入法を用いて任意の場所に n 型および
p 型層を形成し、パワーデバイスの開発が行われている。
GaNへの n形不純物ドーピングは主にエピタキシャル成






みてきた。低温 PL測定では 3.28eV 付近で Mgアクセプ
タ起因の発光であると考えられる donor-acceptor 
pair(DAP)[2]による発光を観測した。電気特性ではオーミ


























て Mg イオンを 30, 60 keV のエネルギーでそれぞれ
3.5×1013,  6.5×1013 cm-2のドーズ量で２重注入した。注入
後、熱処理保護膜となる SiN を再度マグネトロンスパッ
タリング装置にて SiN 膜を 50 nm堆積した。活性化熱処
理は、窒素雰囲気中において 1 分間約 1230℃で行った。
ダイオード特性の評価には表面に 60mm径の Pd電極（厚




















































Mg イオン注入を用いて作製した p-n 接合ダイオード















































図 4 室温での PL マッピング 
光学顕微鏡像の暗い筋に対応した部分や点において発
光強度が強くなっている。これらの明るい領域の密度は




































































































である。n 型領域ができた原因は SiN 保護膜のピンホー
ルやクラックにあると思われる。 
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